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【出願番号】特願2007-54063(P2007-54063)
【国際特許分類】
   Ｃ３０Ｂ  29/38     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/205    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｓ   5/343    (2006.01)
   Ｃ３０Ｂ  25/18     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/02     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/34     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ３０Ｂ  29/38    　　　Ｄ
   Ｈ０１Ｌ  21/205   　　　　
   Ｈ０１Ｌ  33/00    　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｓ   5/343   ６１０　
   Ｃ３０Ｂ  25/18    　　　　
   Ｃ２３Ｃ  16/02    　　　　
   Ｃ２３Ｃ  16/34    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成20年12月25日(2008.12.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サファイア基板上に、互いに導電型が異なる層に挟まれた活性層を有する窒化物系化合
物半導体の積層体を気相成長させた窒化物系化合物半導体発光素子において、上記サファ
イア基板表面の結晶方位を＜０００１＞方向より傾斜させることにより、上記サファイア
基板上に形成した窒化物系化合物半導体層の表面粗さを１．５ｎｍ以下あるいは貫通転位
密度を１×１０10ｃｍ-2未満とすることを特徴とする窒化物系化合物半導体発光素子。
【請求項２】
　サファイア基板上に、互いに導電型が異なる層に挟まれた活性層を有する窒化物系化合
物半導体の積層体を気相成長させる窒化物系化合物半導体発光素子の製造方法において、
上記サファイア基板表面の結晶方位を＜０００１＞方向より傾斜させることにより、上記
サファイア基板上に形成した窒化物系化合物半導体層の表面粗さを１．５ｎｍ以下あるい
は貫通転位密度を１×１０10ｃｍ-2未満とすることを特徴とする窒化物系化合物半導体発
光素子の製造方法。
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